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요약

내용 없음

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

과산화은 전지

[도면의 간단한 설명]

과산화은 전지의 안도를 결집하는데 사용되는 장치의 개략도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

알칼이 전해액을 함유하고, 주로 과산화은으로 형성된 양극을 가지는 과산화은 전지에서, 과산화과알칼
리 전해액의 적어도 하나에 카드뮴성분과 텔루륨성분을 함유함을 특징으로 하는 과산화은 전지.

청구항 2 

과산화은에 카드뮴 성분을 0.03중량%이상의 농도로 함유함을 특징으로 하는 특허청구범위 제1항에 따르
는 과산화은 전지.

청구항 3 

알칼리 전해액에 카드뮴 성분을 0.03/ℓ이상의 농도로 함유함을 특징으로 하는 특허청구범위 제1항에 다
르는 과산화은 전지.

청구항 4 

카드뮴 성분이 과산화은에 0.01중량%이상의 농도로 함유되고, 알칼리 전해액에 0.02/ℓ이상의 농도로 함

4-1

공개특허특1983-0006830



유됨을 특징으로 하는 특허청구범위 제1항에 따르는 과산화은 전지

청구항 5 

텔루륨성분이 과산화은에 0.01중량%이상의 농도로 함유됨을 특징으로 하는 특허청구범위 제1항에 따르는 
과산화은 전지.

청구항 6 

텔루륨 성분이 알칼리 전해액에 0.02/ℓ이상의 농도로 함유됨을 특징으로 하는 특허청구범위 제1항에 따
르는 과산화은 전지.

청구항 7 

텔루륨 성분이 과산화은에 0.01중량%이상의 농도로 함유되고 알칼이 전해액에 0.02g/ℓ이상의 농도로 함
유됨을 특징으로 하는 특허청구범위 제1항에 따르는 과산화은 전지.

청구항 8 

카드뮴 성분을 알칼리 전해액에 형수 상태로 첨가시킴을 특징으로 하는 특허청구범위 제1항에 따르는 과
산화은 전지.

청구항 9 

과산화은에 카드뮴 성분과 텔루륨 성분의 병합이 수산화알칼리, 질산은 과산화제의 작용에 의한 과산화
은 슬러리의 생산과 상기의 성분을 이슬러리에 첨가시키고, 혼합시킴으로서 성취됨을 특징으로 하는 특
허청구범위 제1항에 따르는 과산화은 전지.

청구항 10 

교산화은에 카드뮴성분과 텔루륨 성분의 병합이 수산화알칼리, 질산은과 산화제를 작용시켜 과산화은을 
만들고, 건조시킨후, 분산매체에 재분산시키고, 상기의 성분을 이 분산액에 첨가시킴으로써 성취됨을 특
징으로 하는 특허청구범위 제1항에 따르는 과산화은 전지.

청구항 11 

과산화은에 카드뮴성분과 텔루륨성분의 병합이 수산화알칼리, 질산은과 산화제를 작용시켜 과산화은을 
만들고, 이를 건조시키고 다음에 상기의 성분을 건조된 과산화은과 기계적으로 혼합시킴에 의해 성취됨
을 특징으로 하는 특허청구범위 제1항에 따르는 과산화은 전지.

청구항 12 

질산은 용액, 알칼리 용액, 산화제와 물을 사용하여 과산화은을 형성하기 위한 작용은 과산화은 형성을 
위한 원재료에 병합된 카드뮴 성분과 텔루륨 선분과 같이 수행됨을 특징으로 하는 특허청구범위 제1항에 
따르는 과산화은 전지.

청구항 13 

카드뮴 성분과 텔루륨 성분이 과산화은에 함유될때, 카드뮴대 텔루륨비가 0.2이상의 양으로 함유됨을 특
징으로 하는 특허청구범위 제1항에 따르는 과산화은 전지.

청구항 14 

상기의 비가 0.5이상임을 특징으로 하는 특허청구범위 제13항에 따르는 과산화은 전지.

청구항 15 

과산화은에 함유된 카드뮴 성분과 텔루륨 성분의 총량이 10중량%이하임을 특징으로 하는 특허청구범위 
제1항에 따르는 과산화은 전지.

청구항 16 

카드뮴성분이 적어도 카드뮴산화물, 수산화카드뮴, 분말상 카드뮴금속, 황화카드뮴, 황산카드뮴염, 질산
카드뮴, 스테아린산 카드뮴포름산 카드뮴과셀렌화 카드뮴으로 구성되는 그룹으로 부터하나이상 선택됨을 
특징으로 하는 특허청구범위 제1항에 따르는 과산화은 전지.

청구항 17 

텔루륨 성분이 적어도 이산화 텔루륨, 과산화텔루륨, 분말상텔루륨금속, 텔루르산, 아텔루르산, 텔루르
산의 알칼리염과 아켈루르산의 알칼리염으로 구성되는 그룹으로 부터 하나이상 선택됨을 특징으로 하는 
특허청구범위 제1항에 따르는 과산화은 전지.

청구항 18 

카드뮴 성분과 텔루륨 성분이 알칼리 전해액에 함유될때, 각 농도가 0.03g/ℓ이상과 0.01g/ℓ함유됨을 
특징으로 하는 특허청구범위 제1항에 따르는 과산화은 전지.

청구항 19 

카드뮴성분이 0.03-10/ℓ 범위의 농도로 함유되고, 텔루륨은 0.04-5.0g/ℓ 범위의 농도로 함유됨을 특징
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으로 하는 특허청구 범위 제14항에 따르는 과산화은 전지.

청구항 20 

카드뮴 성분이 알칼리 전해액에 첨가될때 60매쉬이하의 입자크기를 가짐을 특징으로 하는 특허청구범위 
제8항에 다르는 과산화은 전지.

청구항 21 

알칼리 전해액을 함유하고 주로 과산화은으로 형성되는 양극을 가지는 과산화은 전지에서, 과산화은과 
알칼리 전해액중 적어도 하나가 카드뮴 성분과 텔루륨성분과 탈륨, 수은, 납, 게르마늄, 이트륨, 주석, 
텅스텐, 란타늄, 회토류원소, 아연, 알루미늄, 셀레늄으로 구성되는 그룹으로 부터 선택되는 적어도 하
나의 보조성분을 함유함을 특징으로하는 과산화은 전지.

청구항 22 

카드뮴성분이 과산화은에 0.03중량%이상의 농도로 함유됨을 특징으로 하는 특허청구범위 제21항에 따르
는 과산화은 전지.

청구항 23 

카드뮴 성분이 알칼리전해액에 0.01g/ℓ이상의 농도로 함유됨을 특징으로 하는 특허청구범위 제21ㅇ항에 
따르는 과산화은 전지.

청구항 24 

카드뮴 성분이 과산화은에 0.03중량%이상의 농도로 알칼리전해액에 0.01g/ℓ이상의 농도로 함유됨을 특
징으로 하는 특허청구범위 제21항에 따르는 과산화은 전지.

청구항 25 

텔루륨 성분이 과산화은에 0.01중량%이상의 농도로 함유됨을 특징으로 하는 특허청구범위 제21항에 따르
는 과산화은 전지.

청구항 26 

텔루륨 성분이 알칼리 전해액에 0.01g/ℓ이상의 농도로 함유됨을 특징으로 하는 특허청구 범위 제21항에 
따르는 과산화은 전지.

청구항 27 

텔루륨성분이 과산화은에 0.01중량%이상의 농도로 알칼리 전해액에 0.01g/ℓ이상의 농도로 함유됨을 특
징으로 하는 특허청구범위 제21항에 따르는 과산화은 전지.

청구항 28 

적어도 하나의 보조성분이 과산화은에 0.01중량%이상의 농도로 함유됨을 특징으로 하는 특허청구범위 
제21항에 따르는 과산화은 전지.

청구항 29 

적어도 하나의 보조성분의 알칼리 전해액에 0.01g/ℓ이상의 농도로 함유됨을 특징으로 하는 특허청구범
위 제21항에 다르는 과산화은 전지.

청구항 30 

적어도하나의 보조성분이 과산화은에 0.01중량%이상의 농도로 알칼리 전해액에 0.01g/ℓ이상의 농도로 
함유됨을 특징으로 하는 특허청구범위 제21항에 따르는 과산화은 전지.

청구항 31 

과산화은에 함유된 카드뮴성분, 텔루륨성분과 적어도 하나의 보조성분의 총량이 10중량%이하임을 특징으
로 하는 특허청구범위 제21항에 따르는 과산화은 전지.

청구항 32 

카드뮴성분과 탈륨, 수은, 주석, 이트륨으로부터 선택된 원소를 함유하는 적어도 하나의 보조성분이 알
칼리 전해액에 현수상태로 첨가됨을 특징으로 하는 특허청범위 제21항에 다르는 과산화은 전지.

청구항 33 

솨산화은에 카드뮴 성분, 텔루륨성분과 적어도 하나의 보조성분의 병합이 수산화 알칼리, 질산은과 산화
제의 작용에 의해 솨산화은 슬러리를 만들고, 이 슬러리에 상기의 성분을 첨가시키고, 함께 혼합시켜 성
취됨을 특징으로 하는 특허청구범위 제21항에 따르는 과산화은 전지.

청구항 34 

과산화은에 카드뮴성분, 텔루륨성분과 적어도 하나의 보조성분의 벙합이 수산화 알칼리, 질산은과산화제
의 작용에 의해 과산화은을 만들고, 이를 건조시키고, 분산매체에 건조된 과산화은을 재분산시킨후, 상
기 성분을 이 분산액에 첨가시킴에 의해 성취됨을 특징으로 하는 특허청구범위 제21항에 따르는 과산화
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은 전지.

청구항 35 

과산화은에 카드뮴성분,텔루륨성분과 적어도 하나의 보조성분의 병합이 수산화알칼리, 질산은과산화제의 
작용에 의해 과산화은을 만들고, 이를 건조시키고, 상기 성분을 건조된 과산화은과 기계적으로 혼합시켜 
성취됨을 특징으로 하는 특허청구범위 제21항에 따르는 과산화은 전지.

청구항 36 

질산은 용액, 알칼리 수용액, 산화제와 물을 사용하여 과산화은을 형성시키기 위한 반응이 과산화은 형
성을 위한 원재료에 병합되는 카드뮴 성분, 텔루륨성분과 적어도 하나의 보조성분과 같이 수행됨을 특징
으로 하는 특허청구범위 제21항에 따르는 과산화은 전지.

청구항 37 

카드뮴성분이 산화카드뮴, 수산화카드뮴, 분말상 카드뮴금속, 황화카드뮴, 황산카드뮴염, 질산카드뮴, 
스테아린산 카드뮴, 포름산카드뮴과 셀렌산 카드카드뮴으로 구성되는 그룹으로 부터 선택되는 적어도 하
나의 성분으로 됨을 특징으로 하는 특허청구범위 제21항에 따르는 과산화은 전지.

청구항 38 

텔루륨성분이 이산화 텔루륨, 과산화 텔루륨, 분말상 텔루륨금속, 텔루르산, 이텔루르산, 텔루르산의 알
칼리염과 아텔루르산의 알칼리염으로 구성되는 그룹으로 부터선택되는 적어도 하나의 성분으로 됨을 특
징으로 하는 특허청구범위 제21항에 따르는 과산화은 전지.

청구항 39 

카드뮴성분과 적어도 하나의 보조성분이 알칼리 전해액에 청가될때 입자크기가 60메쉬 이하임을 특징으
로 하는 특허청구범위 제21항에 따르는 과산화은 전지.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

    도면1
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